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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）重量平均分子量が５００，０００～２，０００，０００であり、分子内に複素環
を有する、第１の水溶性高分子と、
　（Ｂ）重量平均分子量が１，０００～１０，０００であり、カルボキシル基およびスル
ホ基から選ばれた１種を有する、第２の水溶性高分子またはこの塩と、
　（Ｃ）酸化剤と、
　（Ｄ）砥粒と、
を含み、ｐＨが７以上１２以下である、化学機械研磨用水系分散体。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記（Ａ）第１の水溶性高分子と、前記（Ｂ）第２の水溶性高分子の質量比（Ａ）／（
Ｂ）は、０．０２～５０である、化学機械研磨用水系分散体。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記（Ａ）第１の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度は、５０～１５０ｍＰａ・ｓで
ある、化学機械研磨用水系分散体。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかにおいて、
　前記（Ｂ）第２の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度は、１～５ｍＰａ・ｓである、
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化学機械研磨用水系分散体。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかにおいて、
　前記（Ａ）第１の水溶性高分子は、ビニルピリジン、ビニルピロリドン、およびビニル
イミダゾールから選ばれる化合物を由来とする構造単位を少なくとも１つ有する共重合体
である、化学機械研磨用水系分散体。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかにおいて、
　前記（Ｂ）第２の水溶性高分子は、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン
酸、スチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、ビニルスルホン酸、およびそれらの塩から
選ばれる化合物を由来とする構造単位を少なくとも１つ有する共重合体である、化学機械
研磨用水系分散体。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかにおいて、
　さらに、（Ｅ）錯形成剤、および（Ｆ）界面活性剤、
を含む、化学機械研磨用水系分散体。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の化学機械研磨用水系分散体を用いて、半導体基板
上の銅または銅合金からなる層を研磨する、半導体装置の化学機械研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置を製造する際に好適に用いられる化学機械研磨用水系分散体、お
よびその化学機械研磨用水系分散体を用いた化学機械研磨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高密度化に伴い、半導体装置内に形成される配線の微細化が進んで
いる。この配線の更なる微細化を達成することができる技術として、ダマシン法と呼ばれ
る技術が知られている。この方法は、絶縁層中に形成された溝等に配線材料を埋め込んだ
後、化学機械研磨を用いて、溝以外に堆積した余分な配線材料を除去することによって、
所望の配線を形成するものである。ここで、配線材料として銅または銅合金を用いる場合
、銅原子の絶縁層中へのマイグレーションを避けるため、銅または銅合金と絶縁体との界
面に、通常、タンタル、窒化タンタル、窒化チタン等を材料とする高強度の高誘電率絶縁
層（バリア層）が形成される。
【０００３】
　銅または銅合金を配線材料として用いる半導体装置の製造において、ダマシン法を採用
する場合、その化学機械研磨の方法は種々あるが、主として銅または銅合金の除去を行な
う第１の研磨工程と、主としてバリア層を除去する第２の研磨工程からなる２段階の化学
機械研磨が行われている。
【０００４】
　半導体装置内に形成される配線の微細化に伴い、第１の研磨工程は、例えば、銅を８０
０ｎｍ／分で研磨し、バリア層を実質的に削らず、銅ディッシングを２０ｎｍ以下に制御
することが求められている。絶縁層として低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）が用いられる
場合、研磨摩擦が大きいと層剥がれや層自体の破壊が生じるため、従来の研磨摩擦が大き
い化学機械研磨用水系分散体では適用困難になりつつある。
【０００５】
　また、前記第２の研磨工程は、前記第１の研磨工程と同様に低摩擦で研磨して被処理面
と研磨布との親水性を高め、銅上スクラッチや銅コロージョン、絶縁層上のスクラッチを
低減するとともに、銅ディッシングや絶縁層エロージョンを改善することが望まれている
。
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【０００６】
　上述したような第１の研磨工程および第２の研磨工程における要求を満たすべく、ポリ
ビニルピロリドン等の水溶性高分子を用いた化学機械研磨用水系分散体が種々提案されて
いる。
【０００７】
　例えば、特開２００３－２８２４９４号公報では、ポリオキソ酸またはその塩、水溶性
高分子、水からなる化学機械研磨用水系分散体が提案されている。かかる化学機械研磨用
水系分散体は、スクラッチ、ディッシング等研磨面の欠陥の発生を抑制することができる
旨が記載されている。
【０００８】
　特開２００２－２７０５４９号公報には、化学機械研磨用水系分散体に含まれる砥粒の
分散剤として、ポリビニルピロリドンを添加することができる旨が記載されている。
【０００９】
　特表２００２－５１７５９３号公報には、水、砥粒、酸化剤、および有機ポリマーから
なる化学機械研磨用水系分散体が提案されている。また、該有機ポリマーは、ポリビニル
ピロリドンであることができる旨が記載されている。かかる化学機械研磨用水系分散体は
、砥粒の研磨速度を抑制することができると記載されている。
【００１０】
　すなわち、上記の特許文献に記載されている発明では、化学機械研磨用水系分散体にポ
リビニルピロリドン等の水溶性高分子が添加されているが、その目的は、砥粒または被研
磨面に水溶性高分子を吸着させ、砥粒の分散性を高めたり、被研磨面の研磨速度を低下さ
せることにある。
【００１１】
　しかし、かかる水溶性高分子を用いると、砥粒の分散性を高めることができ、かつ被研
磨面の研磨速度を低下させることができるため、銅ディッシングや絶縁層エロージョン等
を抑制することができる一方、研磨すべき領域にも水溶性高分子が吸着するため、研磨速
度が極端に低下してしまい、銅残りが生じる等の問題があった。
【発明の開示】
【００１２】
　また、本発明が解決しようとする新たな課題として、「ファング」を抑制することが挙
げられる。この明細書において使用する「ファング」とは、特に金属層が銅または銅合金
からなる場合において顕著に発生する現象であって、銅または銅合金の微細配線を含む領
域と、銅または銅合金の微細配線を含まない領域（フィールド部分）との界面において、
化学機械研磨により半導体装置としての欠陥となる溝状の傷をいう。
【００１３】
　ファングが発生する要因について、銅または銅合金の微細配線を含む領域と、銅または
銅合金の微細配線を含まない領域（フィールド部分）との界面において、化学機械研磨用
水系分散体に含まれる成分が不均一に局在化し、界面近傍が過度に研磨されることが一つ
の原因であると考えられる。例えば、化学機械研磨用水系分散体に含まれる砥粒成分が上
記界面近傍に高い濃度で存在すると、該界面における研磨速度が局所的に増大し過度に研
磨されてしまう。このように過度に研磨されると、尖ったスパイク状の平坦性不良として
現れる。すなわち、これが「ファング」と呼ばれる研磨欠陥である。
【００１４】
　ファングは、配線パターンにより多様な発生態様がある。ファングが発生する要因につ
いて、図１Ａないし図１Ｃに示す被処理体１００を一例として具体的に説明する。
【００１５】
　被処理体１００は、図１Ａに示すように、基体１０の上に、溝等の配線用凹部２０が形
成された絶縁層１２、絶縁層１２の表面ならびに配線用凹部２０の底部および内壁面を覆
うように設けられたバリア層１４、配線用凹部２０を充填し、かつバリア層１４の上に形
成された銅または銅合金からなる層１６が順次積層されて構成される。また、被処理体１
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００は、銅または銅合金の微細配線を含む領域２２と、銅または銅合金の微細配線を含ま
ない領域２４を含む。なお、微細配線を含む領域２２では、銅または銅合金の凸部が形成
されやすい。
【００１６】
　図１Ｂは、銅または銅合金からなる層１６を化学機械研磨した途中の段階を示している
。銅または銅合金からなる層１６を化学機械研磨すると、銅または銅合金の微細配線を含
む領域２２と銅または銅合金の微細配線を含まない領域２４との界面において、微細な傷
３０が発生することがある。
【００１７】
　図１Ｃは、さらに銅または銅合金からなる層１６を削り、バリア層１４が表面に現れる
まで化学機械研磨を行った後の状態を示している。この段階では、微細な傷３０は溝状の
傷ファング３２となっている。
【００１８】
　本願発明者らの研究によると、このファングが発生する理由は、以下のように考えられ
る。
【００１９】
　図１Ｂの段階において、バリア層１４は正に帯電しており、研磨砥粒２８は負に帯電し
ているので、静電的相互作用により研磨砥粒２８は微細な傷３０に局在化するようになる
。微細な傷３０に研磨砥粒２８が局在化した状態で化学機械研磨が行われると、微細な傷
３０は過度に研磨されて、ファング３２が発生すると考えられる。
【００２０】
　このファングは、半導体装置として欠陥となることがあり、半導体装置製造の歩留まり
を低下させてしまう観点から好ましくない。
【００２１】
　本発明の目的は、銅ディッシングや銅コロージョン、および絶縁層エロージョンだけで
なく、上述したファングの発生を抑制しながら、銅残りがなく、銅または銅合金からなる
層を低摩擦で均一に、しかも安定して研磨できる化学機械研磨用水系分散体を提供するこ
とにある。
【００２２】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体は、
　（Ａ）重量平均分子量が５００，０００～２，０００，０００であり、分子内に複素環
を有する、第１の水溶性高分子と、
　（Ｂ）重量平均分子量が１，０００～１０，０００であり、カルボキシル基およびスル
ホ基から選ばれた１種を有する、第２の水溶性高分子またはこの塩と、
　（Ｃ）酸化剤と、
　（Ｄ）砥粒と、
を含み、ｐＨが７以上１２以下であることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体において、前記（Ａ）第１の水溶性高分子と、
前記（Ｂ）第２の水溶性高分子の質量比（Ａ）／（Ｂ）は、０．０２～５０であることが
できる。
【００２４】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体において、前記（Ａ）第１の水溶性高分子の５
質量％水溶液の粘度は、５０～１５０ｍＰａ・ｓであることができる。
【００２５】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体において、前記（Ｂ）第２の水溶性高分子の５
質量％水溶液の粘度は、１～５ｍＰａ・ｓであることができる。

　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体において、前記（Ａ）第１の水溶性高分子は、
ビニルピリジン、ビニルピロリドン、およびビニルイミダゾールから選ばれる化合物を由
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来とする構造単位を少なくとも１つ有する共重合体であることができる。
【００２６】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体において、前記（Ｂ）第２の水溶性高分子は、
アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、スチレンスルホン酸、アリルスル
ホン酸、ビニルスルホン酸、およびそれらの塩から選ばれる化合物を由来とする構造単位
を少なくとも１つ有する共重合体であることができる。
【００２７】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体は、さらに、（Ｅ）錯形成剤、および（Ｆ）界
面活性剤を含むことができる。
【００２８】
　本発明に係る半導体装置の化学機械研磨方法は、前記化学機械研磨用水系分散体を用い
て、半導体基板上の銅または銅合金からなる層を研磨するものである。
【００２９】
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体は、（Ａ）重量平均分子量が５００，０００～
２，０００，０００であり、分子内に複素環を有する、第１の水溶性高分子と、（Ｂ）重
量平均分子量が１，０００～１０，０００であり、カルボキシル基およびスルホ基から選
ばれた１種を有する、第２の水溶性高分子またはこの塩と、を含む点に特徴を有する。
【００３０】
　上記化学機械研磨用水系分散体は、上記第１の水溶性高分子を添加すると、銅ディッシ
ングや銅コロージョンおよび絶縁層エロージョンだけでなく、ファングの発生を抑制する
ことができる。その一方で、被研磨面の研磨速度は遅くなるので、所望の被研磨面を得る
ためにはさらなる研磨時間を要するようになる。また、化学機械研磨用水系分散体の研磨
力は低下しているため、銅残りが発生しやすくなる。
【００３１】
　そこで、上記化学機械研磨用水系分散体は、さらに第２の水溶性高分子またはその塩を
添加することにより、銅ディッシング、銅コロージョン、絶縁層エロージョンおよびファ
ングの発生を抑制しながら、第１の水溶性高分子の添加により低下した研磨速度を回復す
ることができる。また、第２の水溶性高分子の添加によって、化学機械研磨用水系分散体
の研磨力の低下により生ずる銅残りを除去することができる。
【００３２】
　本願発明者らによると、（ａ）被研磨面となる金属層が銅または銅合金からなる層であ
って、（ｂ）化学機械研磨用水系分散体に含まれる酸化剤が過酸化水素である場合に、フ
ァングはより発生しやすいことが確認されている。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１Ａ】図１Ａは、半導体装置の製造において化学機械研磨の際に発生するファングの
メカニズムを示す断面図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、半導体装置の製造において化学機械研磨の際に発生するファングの
メカニズムを示す断面図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、半導体装置の製造において化学機械研磨の際に発生するファングの
メカニズムを示す断面図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法における化学機械研磨前の半導
体装置の断面図である。
【図３】図３は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法における化学機械研磨後の半導
体装置の断面図である。
【図４】図４は、化学機械研磨装置の一部分を示す概略図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
【００３５】
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　１．化学機械研磨用水系分散体
　本発明に係る化学機械研磨用水系分散体は、（Ａ）重量平均分子量が５００，０００～
２，０００，０００であり、分子内に複素環を有する、第１の水溶性高分子と、（Ｂ）重
量平均分子量が１，０００～１０，０００であり、カルボキシル基およびスルホ基から選
ばれた１種を有する、第２の水溶性高分子またはこの塩と、（Ｃ）酸化剤と、（Ｄ）砥粒
と、を含み、ｐＨが７以上１２以下であることを特徴とする。上記化学機械研磨用水系分
散体は、本発明の効果を阻害しない範囲において、必要に応じて（Ｅ）錯形成剤、（Ｆ）
界面活性剤、その他の成分を含むことができる。
【００３６】
　以下、本発明の一実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体に含まれる各成分について
詳述する。
【００３７】
　１．１　（Ａ）第１の水溶性高分子
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体は、重量平均分子量が５００，０００～２
，０００，０００であり、分子内に複素環を有する第１の水溶性高分子を含有することに
より、銅ディッシングや銅コロージョンを抑制することができる。第１の水溶性高分子は
、その分子内に複素環を有するため銅との親和性が比較的良好であり、銅表面に吸着する
ことにより研磨摩擦を低減させたり、研磨中に銅配線部分を有効に保護することができる
。さらに、第１の水溶性高分子は、化学機械研磨用水系分散体の粘度を適度に上昇させる
効果もあり、微細配線部端にしばしば発生するファングと呼ばれる不均一な形状の傷の発
生を抑制することもできる。
【００３８】
　上記のような効果を期待できる第１の水溶性高分子として、ビニルピリジン、ビニルピ
ロリドン、およびビニルイミダゾールから選ばれる化合物を由来とする構造単位を少なく
とも一つ有する共重合体を挙げることができる。
【００３９】
　上記第１の水溶性高分子は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（溶媒は水）で
測定したポリスチレンスルホン酸ナトリウム換算の重量平均分子量が好ましくは５０万以
上２００万以下、より好ましくは５０万以上１５０万以下、特に好ましくは７０万以上１
５０万以下であることができる。重量平均分子量が上記範囲にあると、研磨摩擦を低減す
ることができ、銅ディッシングや銅コロージョンを抑制することができる。また、銅また
は銅合金からなる層を安定して研磨できる。重量平均分子量が５０万よりも小さいとファ
ングが発生することがある。一方、重量平均分子量が大きすぎると実用的な研磨速度が得
られないことがあり、銅残りが生じやすくなる。また、スラリー供給装置内で砥粒の凝集
を引き起こし、凝集した砥粒によって銅上のスクラッチが増加するおそれがある。
【００４０】
　上記第１の水溶性高分子の添加量は、好ましくは化学機械研磨用水系分散体の質量の０
．００５質量％以上１質量％以下、より好ましくは０．０１質量％以上０．５質量％以下
、特に好ましくは０．０１質量％以上０．２質量％以下である。第１の水溶性高分子の添
加量が０．００５質量％未満の場合には、研磨摩擦を低減することができないことがあり
、研磨布の温度が上昇する可能性がある。その結果、スラリーの成分によっては、研磨が
停止するという現象（ＣＭＰストップ）も起こりやすくなる。また、銅オーバープレーテ
ィング部における銅除去力も低下することがある。一方、第１の水溶性高分子の添加量が
１質量％を超えると銅または銅合金からなる層の研磨速度が低下することがある。また、
化学機械研磨用水系分散体の粘度が高くなりすぎて研磨布上に安定してスラリーを供給で
きないことがある。その結果、研磨布の温度上昇や研磨むら（面内均一性の劣化）などが
生じて、研磨速度やディッシングのばらつきが発生することがある。前記問題を回避する
ためには化学機械研磨用水系分散体の粘度は２ｍＰａ・ｓ未満であることが好ましい。
【００４１】
　また、本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体は、銅または銅合金などの配線金属
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をバリア層が露出するまで行う化学機械研磨（以下、第１の研磨ともいう。）に好適に用
いることができる。第１の水溶性高分子の添加量が上記範囲にあると、銅または銅合金か
らなる層の化学機械研磨においては、低摩擦、高研磨速度を達成することができる一方、
バリア層の研磨速度を低く抑えることができるため、バリア層を残すことができる。また
、銅ディッシングおよび絶縁層エロージョンは抑制され、銅コロージョンおよび銅上のス
クラッチなどの欠陥も低減することができる。さらに、銅オーバープレーティング部の銅
研磨力が向上して、研磨の安定性や研磨速度の均一性を高めることができる。
【００４２】
　上記第１の水溶性高分子は、５質量％水溶液の粘度により規定されることができる。Ｂ
Ｍ型回転式粘度計を用いて２５℃で測定した第１の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度
は、好ましくは５０～１５０ｍＰａ・ｓ、より好ましくは５０～１２０ｍＰａ・ｓ、特に
好ましくは６０～１００ｍＰａ・ｓである。第１の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度
が上記範囲にあると、研磨時の摩擦力を低減させることができ、ファングの発生を抑制す
ることができる。第１の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度が５０ｍＰａ・ｓ未満の場
合には、研磨時の摩擦が十分低減されず、ファングが発生してしまうことがある。一方、
第１の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度が１５０ｍＰａ・ｓを超えると、化学機械研
磨用水系分散体の粘度が高くなりすぎるために、機械的研磨力が低下して、銅残りが発生
しやすくなる。　また、上述したように、本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体の
粘度は２ｍＰａ・ｓ未満であることが好ましい。本実施形態に係る化学機械研磨用水系分
散体の粘度は、第１の水溶性高分子の重量平均分子量および添加量によってほぼ決定され
るので、それらのバランスを考慮しながら前記範囲内で調整することができる。
【００４３】
　上記第１の水溶性高分子を１種単独で使用してもよいが、上記第１の水溶性高分子の重
量平均分子量、または５質量％水溶液の粘度が上記範囲にあれば、重量平均分子量の異な
る２種以上の第１の水溶性高分子を組み合わせて使用することもできる。
【００４４】
　１．２　（Ｂ）第２の水溶性高分子
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体では、第１の水溶性高分子の添加により、
研磨速度が低下したり、銅残りが発生したりする不都合を生じる場合がある。このような
不都合は、第１の水溶性高分子が過度に被研磨面を保護することに起因する。そして、か
かる不具合を第２の水溶性高分子を添加することにより解消することができる。
【００４５】
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体では、第１の水溶性高分子に加えて、さら
に重量平均分子量が１，０００～１０，０００であり、カルボキシル基およびスルホ基か
ら選ばれた１種を有する、第２の水溶性高分子またはこの塩を含有させることにより、銅
ディッシング、銅コロージョン、絶縁層エロージョンおよびファングの発生を抑制しなが
ら、上述した第１の水溶性高分子の添加による不具合を解消することができる。
【００４６】
　すなわち、第１の水溶性高分子はわずかに正の電荷を帯びているのに対し、第２の水溶
性高分子は負の電荷を帯びている。この負の電荷を帯びた第２の水溶性高分子を添加する
ことにより、第１の水溶性高分子の銅表面への過度の吸着を抑制し、研磨速度の低下、銅
残りの悪化などを防ぐことができる。
【００４７】
　また、第１の水溶性高分子と第２の水溶性高分子の帯びている電荷が異なるため、水系
分散体中に水溶性高分子のネットワークを形成することができ、効果的に水系分散体に適
度な粘度を付与するとともに、砥粒の銅表面への接触を緩衝することができる。
【００４８】
　上記のような効果を期待できる第２の水溶性高分子として、アクリル酸、メタクリル酸
、イタコン酸、マレイン酸、スチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、ビニルスルホン酸
、およびそれらの塩から選ばれる化合物を由来とする構造単位を少なくとも一つ有する共
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重合体を挙げることができる。
【００４９】
　上記第２の水溶性高分子は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（溶媒は水）で
測定したポリスチレンスルホン酸ナトリウム換算の重量平均分子量が１，０００～１０，
０００であることができる。重量平均分子量が上記範囲にあると、第１の水溶性高分子の
添加により低下した銅または銅合金からなる層の研磨速度を回復することができる。重量
平均分子量が１０，０００よりも大きい場合、砥粒との相互作用により銅表面へのスクラ
ッチが多数発生する。一方、重量平均分子量が１，０００よりも小さい場合には、第１の
水溶性高分子の添加により低下した銅または銅合金からなる層の研磨速度を十分に回復す
ることができないことがあり、銅残りが発生しやすくなる。
【００５０】
　上記第２の水溶性高分子の添加量は、好ましくは化学機械研磨用水系分散体の質量の０
．００５質量％以上１質量％以下、より好ましくは０．０１質量％以上０．５質量％以下
、特に好ましくは０．０１質量％以上０．２質量％以下である。第２の水溶性高分子の添
加量が０．００５質量％未満の場合には、第１の水溶性高分子の添加により低下した銅ま
たは銅合金からなる層の研磨速度を十分に回復することができないことがあり、銅残りが
発生しやすくなる。一方、第２の水溶性高分子の添加量が１質量％を超えると、第２の水
溶性高分子の働きが大きくなりすぎて、銅のエッチングによるディッシングやエロージョ
ンが大きくなる。
【００５１】
　また、本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体を上述した第１の研磨に使用する場
合において、第２の水溶性高分子の添加量が上記範囲にあると、銅または銅合金からなる
層の化学機械研磨では、低摩擦、高研磨速度を達成することができる一方、バリア層の研
磨速度を低く抑えることができため、バリア層を残すことができる。また、銅ディッシン
グおよび絶縁膜エロージョンは抑制され、銅コロージョンおよび銅スクラッチなどの欠陥
も低減することができる。さらに、銅オーバープレーティング部の銅研磨力が向上して、
研磨の安定性や研磨速度の均一性を高めることができる。
【００５２】
　上記第２の水溶性高分子は、５質量％水溶液の粘度により規定されることができる。Ｂ
Ｍ型回転式粘度計を用いて測定した第２の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度は、好ま
しくは１～５ｍＰａ・ｓ、より好ましくは１～３ｍＰａ・ｓ、特に好ましくは１～２ｍＰ
ａ・ｓである。第２の水溶性高分子の５質量％水溶液の粘度が上記範囲にあると、銅配線
へのエッチングが効果的に作用し、銅残りを解消することができる。第２の水溶性高分子
の１質量％水溶液の粘度が５ｍＰａ・ｓを超えると、第２の水溶性高分子と砥粒との相互
作用により砥粒の凝集が起こりやすくなり、銅配線のスクラッチの原因となる。
【００５３】
　また、本実施形態においては、化学機械研磨用水系分散体に含まれる前記（Ａ）第１の
水溶性高分子と、（Ｂ）第２の水溶性高分子の質量比（Ａ）／（Ｂ）を規定することがで
きる。かかる質量比（Ａ）／（Ｂ）は、好ましくは０．０２～５０、より好ましくは０．
０５～２０、特に好ましくは０．１～１０の範囲内であることが好ましい。質量比が０．
０２よりも小さいと、研磨時の摩擦が十分に低減されず、ファングが発生してしまうこと
がある。また、銅ディッシングや絶縁層エロージョンが大きくなることがある。一方、質
量比が５０よりも大きいと、化学機械研磨用水系分散体の粘度上昇に対する研磨力の回復
が十分ではなくなるため銅残りが発生しやすくなる。
【００５４】
　上記第２の水溶性高分子を１種単独で使用してもよいが、上記第２の水溶性高分子の重
量平均分子量、または５質量％水溶液の粘度が上記範囲にあれば、重量平均分子量の異な
る２種以上の第２の水溶性高分子を組み合わせて使用することもできる。
【００５５】
　１．３　（Ｃ）酸化剤
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　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体に用いられる酸化剤としては、例えば、過
硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過酸化水素、硝酸第二鉄、硝酸二アンモニウムセリ
ウム、硫酸鉄、オゾンおよび過ヨウ素酸カリウムなどが挙げられる。これらの酸化剤は１
種単独でまたは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００５６】
　また、これらの酸化剤のうち、酸化力、保護膜との相性、および取り扱いやすさなどを
考慮すると、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、および過酸化水素が特に好ましい。
【００５７】
　上記酸化剤の添加量は、化学機械研磨用水系分散体の質量の０．０３質量％以上５質量
％以下が好ましく、０．０５質量％以上３質量％以下がより好ましい。酸化剤の添加量が
０．０３質量％未満の場合には、銅または銅合金からなる層を十分に酸化させることがで
きないため、研磨速度が低下することがある。一方、５質量％を越えると、銅または銅合
金からなる層の腐食や銅ディッシングが大きくなるおそれがある。
【００５８】
　１．４　（Ｄ）砥粒
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体に用いられる砥粒としては、無機粒子また
は有機無機複合粒子が好ましい。無機粒子としては、ヒュームド法により、塩化ケイ素、
塩化アルミニウムまたは塩化チタン等と酸素および水素とを気相中で反応させて合成され
たヒュームドシリカ、ヒュームドアルミナ、ヒュームドチタニア；ゾルゲル法により、金
属アルコキシドを加水分解縮合して合成されたシリカ；無機コロイド法等により合成され
、精製により不純物を除去した高純度コロイダルシリカ等が挙げられる。
【００５９】
　上記有機無機複合粒子としては、有機粒子と無機粒子とが、研磨時に、容易に分離しな
い程度に一体に形成されていれば、その種類、構成等は特に限定されない。例えば、ポリ
スチレン、ポリメチルメタクリレート等の重合体粒子の存在下で、アルコキシシラン、ア
ルミニウムアルコキシド、チタンアルコキシド等を重縮合させ、重合体粒子の少なくとも
表面に、ポリシロキサン、ポリアルミノキサン、ポリチタノキサン等の重縮合物が形成さ
れた複合粒子が挙げられる。形成された重縮合物は、重合体粒子の官能基に直接結合して
いてもよいし、シランカップリング剤等を介して結合していてもよい。
【００６０】
　また、有機無機複合粒子は、上記重合体粒子と、シリカ粒子、アルミナ粒子、チタニア
粒子等とを用いて形成してもよい。この場合、前記複合粒子は、ポリシロキサン、ポリア
ルミノキサン、ポリチタノキサン等の重縮合物をバインダーとして、重合体粒子の表面に
シリカ粒子等が存在するように形成されていてもよいし、シリカ粒子等が有するヒドロキ
シル基等の官能基と、重合体粒子の官能基とが化学的に結合して形成されていてもよい。
【００６１】
　さらに、有機無機複合粒子として、ゼータ電位の符号が互いに異なる有機粒子と無機粒
子とが、これらの粒子を含む水分散体において、静電力により結合している複合粒子を使
用することもできる。
【００６２】
　有機粒子のゼータ電位は、全ｐＨ域、または低ｐＨ域を除く広範なｐＨ域に渡って、負
であることが多い。有機粒子は、カルボキシル基、スルホン酸基等を有すると、より確実
に負のゼータ電位を有することが多い。有機粒子がアミノ基等を有すると、特定のｐＨ域
において正のゼータ電位を有することもある。
【００６３】
　一方、無機粒子のゼータ電位は、ｐＨ依存性が高く、ゼータ電位が０となる等電点を有
し、ｐＨによってその前後でゼータ電位の符号が逆転する。
【００６４】
　したがって、特定の有機粒子と無機粒子とを、これらのゼータ電位が逆符号となるｐＨ
域で混合することによって、静電力により有機粒子と無機粒子とが結合し、一体化して複
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合粒子を形成することができる。また、混合時のｐＨではゼータ電位が同符号であっても
、その後、ｐＨを変化させ、一方の粒子、特に無機粒子のゼータ電位を逆符号にすること
によって、有機粒子と無機粒子とを一体化することもできる。
【００６５】
　このように静電力により一体化された複合粒子は、この複合粒子の存在下で、アルコキ
シシラン、アルミニウムアルコキシド、チタンアルコキシド等を重縮合させることにより
、その少なくとも表面に、ポリシロキサン、ポリアルミノキサン、ポリチタノキサン等の
重縮合物をさらに形成してもよい。
【００６６】
　上記砥粒の平均粒子径は５～１０００ｎｍが好ましい。この平均粒子径は、レーザー散
乱回折型測定機により、または透過型電子顕微鏡による観察により、測定することができ
る。平均粒子径が５ｎｍ未満では、十分に研磨速度が大きい化学機械研磨用水系分散体を
得ることができないことがある。１０００ｎｍを超えると、ディッシングおよびエロージ
ョンの抑制が不十分となることがあり、また砥粒の沈降・分離により、安定な水系分散体
を容易に得ることができないことがある。砥粒の平均粒子径は上記範囲でもよいが、より
好ましくは１０～７００ｎｍ、特に好ましくは１５～５００ｎｍである。平均粒子径がこ
の範囲にあると、研磨速度が大きく、ディッシングおよびエロージョンが十分に抑制され
、かつ粒子の沈降または分離が発生しにくい、安定な化学機械研磨用水系分散体を得るこ
とができる。
【００６７】
　ところで、鉄、ニッケル、亜鉛などの金属イオンが化学機械研磨処理された半導体装置
に残留すると歩留まりの低下を引き起こすことが多いため、本発明では、砥粒にこれらの
金属イオンが含まれる場合でも、その量が通常１０ｐｐｍ以下、好ましくは５ｐｐｍ以下
、さらに好ましくは３ｐｐｍ以下、特に好ましくは１ｐｐｍ以下の砥粒が好ましい。なお
、砥粒にこれらの金属イオンが含まれないことが好ましいのは言うまでもない。
【００６８】
　上記砥粒は、化学機械研磨用水系分散体の質量の０．０１～５質量％が好ましく、０．
０２～４質量％がより好ましい。砥粒量が０．０１質量％未満になると十分な研磨速度を
得ることができないことがあり、５質量％を超えるとコストが高くなるとともに安定した
化学機械研磨用水系分散体を得られないことがある。
【００６９】
　１．５　（Ｅ）錯形成剤
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体に用いられる錯形成剤としては、水不溶性
錯体を形成する錯形成剤と、水溶性錯体を形成する錯形成剤を挙げることができる。なお
、ここでいう水不溶性とは、実質的に水に溶解しないことを意味し、酸化剤と共存した状
態でのウエットエッチング速度が３ｎｍ／分未満であれば水難溶性も含まれる。一方、水
溶性とは、ウエットエッチング速度が３ｎｍ／分以上であることを含む。
【００７０】
　上記錯形成剤は、水不溶性錯体を形成する錯形成剤、または水溶性錯体を形成する錯形
成剤のうち、それぞれ単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００７１】
　上記錯形成剤の添加量は、好ましくは化学機械研磨用水系分散体の質量の０．０００５
質量％以上４．０質量％以下であり、より好ましくは０．０５質量％以上２．０質量％以
下である。添加量が０．０００５質量％未満の場合には、銅ディッシングを２０ｎｍ以下
に抑制することが困難となる。一方、錯形成剤の添加量が４．０質量％を越えると、研磨
速度が低下するおそれがある。
【００７２】
　１．５．１　水不溶性錯体を形成する錯形成剤
　銅などの金属と水に不溶性または難溶性の錯体を形成する錯形成剤としては、例えば、
少なくとも１個の窒素原子を含む複素六員環、複素五員環からなるヘテロ環化合物が挙げ
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られる。より具体的には、キナルジン酸、キノリン酸、ベンゾトリアゾール、ベンゾイミ
ダゾール、７－ヒドリキシ－５－メチル－１，３，４－トリアザインドリジン、ニコチン
酸、およびピコリオン酸などを挙げることができる。
【００７３】
　また、アニオン系界面活性剤の中には、水不溶性錯体を形成する錯形成剤として用いる
ことができるものがある。特に、アルキルベンゼンスルホン酸塩が好ましく、例えば、ド
デシルベンゼンスルホン酸カリウム、およびドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウムな
どが挙げられる。
【００７４】
　水不溶性錯体を形成する錯形成剤の添加量は、好ましくは化学機械研磨用水系分散体の
質量の０．０００５質量％以上２．０質量％以下であり、より好ましくは０．００７５質
量％以上１．５質量％以下である。水不溶性錯体を形成する錯形成剤の添加量が０．００
０５質量％未満の場合は、銅ディッシングが大きくなるおそれがある。一方、２．０質量
％を越えると、十分に大きな銅研磨速度を得られないことがある。
【００７５】
　１．５．２　水溶性錯体を形成する錯形成剤
　水溶性錯体を形成する錯形成剤は、研磨加速剤の役割を果たし、例えば、アミノ酸であ
るグリシン、アラニン、およびトリプトファンなどを挙げることができる。また、同様の
作用を有する有機酸も有効である。例えば、ギ酸、乳酸、酢酸、酒石酸、フマル酸、グリ
コール酸、フタル酸、マレイン酸、シュウ酸、クエン酸、リンゴ酸、マロン酸、およびグ
ルタル酸などが挙げられる。さらに、アンモニア、エチレンジアミン、およびＴＭＡＨ（
テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）などの塩基性塩を用いてもよい。
【００７６】
　水溶性錯体を形成する錯形成剤の添加量は金属種により異なるが、好ましくは化学機械
研磨用水系分散体の質量の０．０００５質量％以上２．０質量％以下であり、より好まし
くは０．００７５質量％以上１．５質量％以下である。添加量が０．０００５質量％未満
の場合には、十分に大きな速度で銅を研磨することができない。一方、２．０質量％を越
えると、銅ディッシングや銅の腐食が大きく生じるおそれがある。
【００７７】
　１．６　（Ｆ）界面活性剤
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体の化学機械研磨用水系分散体には、必要に
応じて、非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤またはカチオン性界面活性剤を添
加することができる。
【００７８】
　上記非イオン性界面活性剤としては、例えば、三重結合を有する非イオン性界面活性剤
が挙げられる。具体的には、アセチレングリコール、そのエチレンオキサイド付加物、お
よびアセチレンアルコールなどが挙げられる。また、シリコーン系界面活性剤、ポリビニ
ルアルコール、シクロデキストリン、ポリビニルメチルエーテル、およびヒドロキシエチ
ルセルロースなどを用いてもよい。
【００７９】
　上記アニオン性界面活性剤としては、例えば、脂肪族せっけん、硫酸エステル塩、およ
びリン酸エステル塩などが挙げられる。
【００８０】
　上記カチオン性界面活性剤としては、例えば、脂肪族アミン塩および脂肪族アンモニウ
ム塩などが挙げられる。
【００８１】
　これらの界面活性剤は、１種単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができ
る。また、前記界面活性剤のうち、第１の水溶性高分子よりも重量平均分子量の小さい非
イオン性界面活性剤が好ましい。第１の水溶性高分子以外の高分子量の化合物が配合され
た場合には、研磨速度が大幅に低下したり、ディッシングが大幅に劣化するなどの不都合
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が生じるおそれがある。
【００８２】
　上記界面活性剤の添加量は、好ましくは化学機械研磨用水系分散体の質量の０．００１
質量％以上０．５質量％以下であり、より好ましくは０．０５質量％以上０．３質量％以
下である。界面活性剤の添加量が上記範囲にあると、銅ディッシングを十分に抑制するこ
とができる。
【００８３】
　１．７　その他の成分
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体は、その他必要に応じて、ｐＨ調整剤や防
食剤などを含むことができる。
【００８４】
　１．７．１　ｐＨ調整剤
　ｐＨ調整剤としては、有機塩基、無機塩基または無機酸を挙げることができる。有機塩
基としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、トリエチルアミン等を挙げること
ができる。無機塩基としては、アンモニア、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化
カルシウム、水酸化マグネシウム等を挙げることができる。無機酸としては、硝酸、硫酸
、塩酸、酢酸等を挙げることができる。
【００８５】
　本実施形態に係る化学機械研磨用水系分散体のｐＨは特に限定されず、上記ｐＨ調整剤
を用いて調整することができる。なお、発明者らの研究によると、アルカリ領域において
ファングがより発生しやすいことが確認されているが、上記化学機械研磨用水系分散体は
ファングの発生を抑制することができるため、アルカリ領域（ｐＨ７～１２）においても
好適に用いることができる。
【００８６】
　上記ｐＨ調整剤の添加量は、化学機械研磨用水系分散体の質量に対して、好ましくは０
．００５質量％以上５質量％以下であり、より好ましくは０．０１質量％以上３．５質量
％以下である。
【００８７】
　１．７．２　防食剤
　防食剤としてはベンゾトリアゾールおよびその誘導体をあげることができる。ここで、
ベンゾトリアゾール誘導体とは、ベンゾトリアゾールの有する１個または２個以上の水素
原子を、例えば、カルボキシル基、メチル基、アミノ基、ヒドロキシル基などで置換した
ものをいう。ベンゾトリアゾール誘導体としては、４－カルボキシルベンゾトリアゾール
およびその塩、７－カルボキシベンゾトリアゾールおよびその塩、ベンゾトリアゾールブ
チルエステル、１－ヒドロキシメチルベンゾトリアゾールまたは１－ヒドロキシベンゾト
リアゾールなどを挙げることができる。
【００８８】
　上記防食剤の添加量は、化学機械研磨用水系分散体の質量に対して、好ましくは０．０
０５質量％以上０．１質量％以下であり、より好ましくは０．０１質量％以上０．０５質
量％以下である。
【００８９】
　２．化学機械研磨方法および半導体装置の製造方法
　本発明に係る化学機械研磨方法および半導体装置の製造方法を、図面を用いて以下に詳
細に説明する。
【００９０】
　２．１　第１の具体例
  ２．１．１　被処理体
　図２は、第１の具体例の化学機械研磨方法に係る被処理体１００を示す。図２は、図１
Ａに示す被処理体と同一であるが、ここでは各層の材質等を含めて説明する。
【００９１】
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　被処理体１００は、半導体素子（図示せず）が形成された基体１０の上に、酸化シリコ
ンからなる絶縁層１２を設け、絶縁層１２をエッチングして配線用凹部２０を形成する。
絶縁層１２は、例えば、ＰＥＴＥＯＳ層や、比誘電率が３．５以下の絶縁層等からなるこ
とができ、好ましくは比誘電率が３．５以下の絶縁層であり、より好ましくは３．０以下
の絶縁層である。
【００９２】
　次いで、被処理体１００は、絶縁層１２の表面ならびに配線用凹部２０の底部および内
壁面を覆うようにバリア層１４を設ける。ここで、バリア層１４は、例えば、タンタルや
窒化タンタル等により形成することができる。
【００９３】
　さらに、被処理体１００は、銅または銅合金を配線用凹部２０に充填し、バリア層１４
の上に積層して形成される。また、被処理体１００は、銅または銅合金の微細配線を含む
領域２２と、銅または銅合金の微細配線を含まない領域２４を含む。なお、微細配線を含
む領域２２では、銅または銅合金の凸部が形成されやすい。
【００９４】
　２．１．２　第１の研磨
　図３は、第１の研磨後の被処理体１００の断面図を示している。第１の研磨では、銅ま
たは銅合金からなる層１６のうち、配線用凹部２０に埋没された部分以外をバリア層１４
の表面が露出するまで、上記化学機械研磨用水系分散体を用いて化学機械研磨する。第１
の研磨では、図４に示すような化学機械研磨装置を用いることができる。
【００９５】
　図４は、化学機械研磨装置の概略図を示している。図４に示すように、被処理体１００
の化学機械研磨は、スラリー供給ノズル４２から化学機械研磨用水系分散体（スラリー４
４）を供給し、かつ研磨布４６が貼付されたターンテーブル４８を回転させながら、半導
体基板５０を保持したトップリング５２を当接させることにより行なう。なお、図４には
、水供給ノズル５４およびドレッサー５６も併せて示してある。
【００９６】
　トップリング５２の研磨荷重は、１０～１，０００ｇｆ／ｃｍ2（０．９８～９８ｋＰ
ａ）の範囲内で選択することができ、好ましくは３０～５００ｇｆ／ｃｍ2（２．９４～
４９ｋＰａ）である。また、ターンテーブル４８およびトップリング５２の回転数は１０
～４００ｒｐｍの範囲内で適宜選択することができ、好ましくは３０～１５０ｒｐｍであ
る。スラリー供給ノズル４２から供給されるスラリー４４の流量は、１０～１，０００ｃ
ｍ３／分の範囲内で選択することができ、好ましくは５０～４００ｃｍ３／分である。
【００９７】
　上述した第１の研磨により、図３に示すような、銅ディッシングや銅コロージョン、お
よび絶縁層エロージョンだけでなく、ファングの発生を抑制しながら、銅残りのない平坦
性に優れた半導体装置を得ることができる。
【００９８】
　３．実施例
　以下、本発明を実施例により説明するが、本発明はこの実施例により何ら限定されるも
のではない。
【００９９】
　３．１　化学機械研磨用水系分散体の調製
　ポリ容器にイオン交換水と、砥粒としてコロイダルシリカ（扶桑化学社製、一次粒子径
３０ｎｍ）を０．２質量％、錯形成剤としてキナルジン酸とグリシンをそれぞれ０．２質
量％と０．３質量％、界面活性剤としてドデシルベンゼンスルホン酸カリウムを０．１質
量％、酸化剤として過酸化水素を０．１質量％に相当する量、および第１、第２の水溶性
高分子として表１に記載した実施例１～９に相当する量をそれぞれ添加した。さらにｐＨ
を９．３付近に調整するためアンモニアを適量加えて１５分間撹拌し、孔径５μｍのフィ
ルターでろ過することによって、目的の化学機械研磨用水系分散体を得た。また、化学機
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械研磨直前には酸化剤として過酸化水素を総量の０．１質量％添加してよく撹拌して使用
した。なお、ｐＨや粘度等の物性については表１に示す結果となった。
【０１００】
　３．２　研磨性能評価
　化学機械研磨装置（アプライドマテリアルズ社製、形式「Ｍｉｒｒａ」）に多孔質ポリ
ウレタン製研磨パッド（ローム・アンド・ハース・エレクトリック・マテリアルズ社製、
品番「ＩＣ１０１０」）を貼付して「３．１　化学機械研磨用水系分散体の調製」で調製
した化学機械研磨用水系分散体を供給して化学機械研磨を行った。
【０１０１】
　３．２．１　研磨条件
　化学機械研磨を行なう際の諸条件については、以下に示すとおりである。
・ヘッド回転数：１２０ｒｐｍ
・ヘッド荷重：１．５ｐｓｉ（１０．３ｋＰａ）
・テーブル回転数：１２０ｒｐｍ
・化学機械研磨用水系分散体供給速度：２００ｃｍ３／分
【０１０２】
　３．２．２　銅研磨速度の算出
　８インチ熱酸化膜付シリコン基板上に膜厚１５００ｎｍの銅膜が設けられたものを用い
て、「３．２．１　研磨条件」の条件で１分間化学機械研磨処理を行って、処理前後の膜
厚を電気伝導式膜厚測定器（ケーエルエー・テンコール社製、形式「オムニマップＲＳ７
５」）を用いて測定し、処理前後の膜厚および研磨処理時間から研磨速度を算出した。こ
れらの結果を表２に示す。
【０１０３】
　３．２．３　パターン付基板の研磨試験
　パターン付ウエハー（ＳＥＭＡＴＥＣＨ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ社製、形式「Ｓ
ＥＭＡＴＥＣＨ　８５４」）を被研磨物として用いた。研磨開始からテーブル上から発す
る赤外線によって検知した終点に至るまでの時間をエンドポイント時間とし、研磨時間を
エンドポイント時間の１．２倍とした。「３．２．１　研磨条件」の条件で化学機械研磨
処理を行い、下記のようにして銅残り、ディッシング、エロージョン、ファングおよびス
クラッチを評価した。
【０１０４】
　３．２．３ａ　銅残りの評価
　研磨後のウェハについて、微細配線部分（ライン／スペース＝０．１８μｍ／０．１８
μｍ）、および非配線部分（フィールド部分）を光学顕微鏡（オリンパス社製、「ＭＸ－
５０」）にて観察した。銅残りが観察されなかったものは○と表記し、銅残りが観察され
たものは×と表記した。これらの結果を表２に示す。
【０１０５】
　３．２．３ｂ　ディッシングの評価
　幅１００μｍの銅配線部と幅１００μｍの絶縁部が交互に連続したパターンが、長さ方
向に垂直方向に３．０ｍｍ連続した部分について、配線幅１００μｍの部分の銅配線の窪
み量（ディッシング）を、精密段差計（ケーエルエー・テンコール社製、形式「ＨＲＰ－
２４０」）を使用して測定した。これらの結果を表２に示す。一般的に、ディッシングは
、５０ｎｍ以下であれば良好であると判断することができる。
【０１０６】
　３．２．３ｃ　エロージョンの評価
　幅９μｍの銅配線部と幅１μｍの絶縁部が交互に連続したパターンが、長さ方向に１．
２５ｍｍ連続した部分について、配線群の中央部の両端部に対する窪み量（エロージョン
）を、精密段差計（ケーエルエー・テンコール社製、形式「ＨＲＰ－２４０」）を使用し
て測定した。それらの値をＲｅとし、結果を表２に示す。一般的に、エロージョンは、５
０ｎｍ以下であれば良好であると判断することができる。
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【０１０７】
　３．２．３ｄ　ファングの評価
　幅９μｍの銅配線部と幅１μｍの絶縁部とが交互に連続したパターンが、長さ方向に１
．２５ｍｍ連続した部分について、配線群の両端外側の銅の窪み量を精密段差計（ケーエ
ルエー・テンコール社製、形式「ＨＲＰ－２４０」）を使用して測定した。それらの値を
Ｒｆとし、Ｒｆの値がＲｅの値を下回った場合は○、上回った場合は×とした。それらの
結果を表２に示す。
【０１０８】
　３．２．３ｅ　スクラッチの評価
　光学顕微鏡を用いて、暗視野にて、銅配線部分における範囲１２０μｍ×１２０μｍの
単位領域をランダムに２００箇所算出し、スクラッチの発生している単位領域の個数を、
スクラッチ数として測定した。それらの結果を表２に示す。
【０１０９】
　３．３　比較例１ないし１６
　比較例１ないし７は、第１の水溶性高分子としてポリビニルピロリドンを、第２の水溶
性高分子としてポリアクリル酸を含む例である。
【０１１０】
　比較例１および２は、第１の水溶性高分子の重量平均分子量が小さすぎる例である。
【０１１１】
　比較例３および４は、第１の水溶性高分子の重量平均分子量が大きすぎる例である。
【０１１２】
　比較例５は、第１の水溶性高分子の重量平均分子量が小さすぎる例である。
【０１１３】
　比較例６は、第２の水溶性高分子の重量平均分子量が小さすぎる例である。
【０１１４】
　比較例７および８は、第２の水溶性高分子の重量平均分子量が大きすぎる例である。
【０１１５】
　比較例９は、第１の水溶性高分子として複素環を有さないポリビニルアルコールを使用
した例である。
【０１１６】
　比較例１０は、第１の水溶性高分子として複素環を有さないアクリルアミド・ジメチル
アミノエチルアクリルアミド共重合体を使用した例である。
【０１１７】
　比較例１１は、第２の水溶性高分子を含まない例である。
【０１１８】
　比較例１２は、第１の水溶性高分子を含まない例である。
【０１１９】
　比較例１３は、第１の水溶性高分子としてヒドロキシエチルセルロースを、第２の水溶
性高分子としてポリメタクリル酸を含み、かつ第２の水溶性高分子の重量平均分子量が大
きすぎる例である。
【０１２０】
　比較例１４は、第２の水溶性高分子としてポリリン酸を含み、第１の水溶性高分子は含
まない例である。
【０１２１】
　比較例１５は、いずれの水溶性高分子も含まない例である。
【０１２２】
　比較例１６は、化学機械研磨用水系分散体のｐＨが５．２である例である。
【０１２３】
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【表１】

【０１２４】
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